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OEM: Texas Instruments Transistor BSW29 Datasheet

BSW29
NPN-Silizium-Epitaxial-Planar-Transistor

Dieses Bauelement ist besonders geeignet zur Ansteuerung magnetischer Kern-
speicher und zum schnellen Schalten mittlerer Stréme

Mechanische Daten
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Der Kollekior ist mit dem Gehiuse eleldrisch verbunden

Absolute Grenzwerte

Kollektor-Basis-Spannung 40V
Kollektor-Emitter-Spannung (Bem. 1) 30V
Emitter-Basis-Spannung 4V

Kollektorstrom 1A
Gesamtverlustleistung bei Ty = 25 °C 1w
Gesamitverlustieistung bei Tg = 25 °C 5W
Kollektor-Sperrschicht- und Lagerungstemperatur —65°C bis +200°C
Bemerkung:

1. Basis-Emitter-Diode ist offen.
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OEM: Texas Instruments

Transistor BSW29

Datasheet

Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 “C (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen min max Einh.

Umprjcpo Hollektor-Basis- lg = 100 A, lg=0 40 v
Sperrspannung
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Sperrspannung

Umpryena Emitter-Basis-Sperrspannung g = 100 pA, lg=0 4 W

lcen Kollektor-Basis-Reststrom Ugp =20V, Ig=10 07  pA

lEBO Emitter-Basis-Reststrom Ugg =3V, lg=10 07 wA

hpe Statischa Strom- Upg =2V, lg=100mA (Bam. 2) 25
verstarkung Upgg = 2V, lg = 500 mA {Bam, 2) a5

Uprisaty Basis-Emitter-Séttigungs- Ip =56 mA, lp=100ma (Bem. 2) 085 ¥
spannung Ig = 10 mA, lg = 500 mA (Bem. ) 106 V

Ip = 50 mA, lg = 500 mA (Bem. 2) 106 W

Ucesayy  Kellektor-Emitter- Ig =5 mA, lg=100mAa (Bem, 2) 035 v
Sattigungsspannung Ip = 50 mA, lg= 500 mA (Bem. 2) 05 ¥

Cob Leerlauf-Ausgangskapazitit Uger =10V, lg =0, f=1MHz 10 pF
in Basls-Schaltung

Cin Leerlauf-Eingangskapazitdit Uge =06V Ig=20, f=1MHz 80 pF
in Basis-Schaltung

hz1e Kleinsignalstromverstarkung Ugg = 10V, Ig = 50 mA, f =100 MHz 6 dB

Schaltzeiten bei Ty = 25°C

Parameter Priifbedingungen max Einh,

ton Einschaltzeit lg = 500 mA, Ipy = 50 mA 40 ng

torz Ausschaltzeit lg = 500 mA, g1 = 30 mA, Ipg = 60 mA, BS ns

Bemerkung:

2. ImpulsmaBig gemessen.

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



